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GLOSARIO 

 

• Cds: capacitancia parásita entre las terminales D y S de un MOSFET, [F]. 

• Cgd: capacitancia parásita entre las terminales G y D de un MOSFET, [F]. 

• Cgs: capacitancia parásita entre las terminales G y S de un MOSFET, [F]. 

• CISS: capacitancia parásita de entrada de un MOSFET cualquiera, [F]. 

• CIN: capacitancia de entrada, [F]. 

• COUT: capacitancia de salida, [F]. 

• COSS: capacitancia parásita de salida de un MOSFET cualquiera, [F]. 

• COSS_HS: capacitancia parásita de salida del high side MOSFET, [F]. 

• COSS_LS: capacitancia parásita de salida del low side MOSFET, [F]. 

• Crss: capacitancia parásita de transferencia inversa de un MOSFET 
cualquiera, [F]. 

• ESL: inductancia equivalente serie, [H]. 

• ESR: resistencia equivalente serie, [Ω]. 

• Fsw: frecuencia de conmutación, [Hz]. 

• ID: corriente que fluye por el canal del MOSFET, [A]. 

• IDRIVER: corriente proporcionada al driver, [A]. 

• IG_sw: corriente en terminal G durante el proceso de conmutación, [A]. 

• IIN: corriente de entrada, [A]. 

• LOUT: inductancia de salida, [H]. 

• LStray: inductancia parásita del SBC, [H]. 

• PBody_diode: pérdidas por conducción del diodo de cuerpo, [W]. 

• Pcond_HS: pérdidas por conducción en el high side MOSFET, [W]. 
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• Pcond_LS: pérdidas por conducción en el low side MOSFET, [W]. 

• PCoss: pérdidas en la capacitancia de salida de un MOSFET cualquiera, 
[W]. 

• PDriving: pérdidas debidas a la carga de compuerta por driver, [W]. 

• PIN: potencia de entrada, [W]. 

• PINST: potencia instantánea, [W]. 

• PLosses: pérdidas de potencia, [W]. 

• PLossBoard: pérdidas debidas al circuito impreso, [W]. 

• PLossCin: pérdidas asociadas al capacitor de entrada, [W]. 

• PLossCout: pérdidas asociadas al capacitor de salida, [W]. 

• PLossDriver: pérdidas debidas al circuito driver, [W]. 

• PLossLout: pérdidas asociadas al inductor de salida, [W]. 

• PLossMOSFETs: pérdidas debidas a los MOSFETs de potencia, [W]. 

• POUT: potencia de salida, [W]. 

• PPROM: potencia promedio, [W]. 

• PQrr: pérdidas por recuperación inversa en el diodo de cuerpo, [W]. 

• Psw: pérdidas por conmutación, [W]. 

• Psw_HS_enc: pérdidas por conmutación cuando el high side  se enciende, 
[W]. 

• Psw_HS_apag: pérdidas por conmutación cuando el high side se apaga, [W]. 

• Psw_Ind_enc: pérdidas por conmutación inductiva durante el encendido del 
high side  MOSFET, [W]. 

• Psw_Ind_apag: pérdidas por conmutación inductiva durante el encendido del 
high side MOSFET, [W]. 

• Psw_LS_enc: pérdidas por conmutación cuando el low side se enciende, [W]. 

• Psw_LS_apag: pérdidas por conmutación cuando el low side se apaga, [W]. 
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• Qg: carga total para elevar el voltaje de Ciss al voltaje de driver final, [C]. 

• Qgd: carga asociada a la capacitancia parásita  Cgd, [C]. 

• Qgs: carga asociada a la capacitancia parásita Cgs, [C]. 

• Qg(th): carga mínima para permitir el flujo de corriente a través del 
MOSFET, [C]. 

• Qgs: carga asociada a la capacitancia parásita Cgs, [C]. 

• QOSS: carga asociada a la capacitancia parásita COSS, [C]. 

• Qrr: carga asociada a la capacitancia parásita Crss, [C]. 

• Qsw: se define como la suma de Qgd y (Qgs –Qg(th)). 

• Rcen: resistencia de censado, [Ω]. 

• RDRIVER: resistencia a la salida del driver, [Ω]. 

• RGATE: resistencia vista en la terminal G del MOSFET, [Ω]. 

• RLOAD: resistencia de carga, [Ω]. 

• Rds_on: resistencia de encendido de un MOSFET cualquiera, [Ω]. 

• Rds_on_HS: resistencia de encendido del high side MOSFET, [Ω]. 

• Rds_on_LS: resistencia de encendido del low side MOSFET, [Ω]. 

• T: periodo de una señal, [s]. 

• tCL: tiempo requerido por MOSFET para permitir a ID ir de cero a IOUT 
(tCL_ON) o a la inversa (tCL_OFF), [s].  

• tdead_time: intervalo de tiempo con MOSFETs apagados, dead time, [s]. 

• tsw: intervalo de tiempo en que ocurren las pérdidas por conmutación, [s].  

• Vcen: voltaje de censado, [V]. 

• VDRIVER: voltaje de polarización del driver, [V]. 

• VDS: voltaje entre las terminales D y S del MOSFET, [V]. 

• VGD: voltaje entre las terminales G y D del MOSFET, [V]. 
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• VGS: voltaje entre las terminales G y S del MOSFET, [V]. 

• VIN: voltaje de entrada, [V]. 

• VMiller: voltaje Miller, [V]. 

• VOUT: voltaje de salida, [V]. 

• VSD: voltaje de caída del diodo de cuerpo, [V]. 

• VTH: voltaje umbral para la creación del canal del MOSFET, [V]. 

• η: eficiencia, adimensional o en porciento. 

• τ: ciclo de trabajo, adimensional o en porciento. 

 

• Diodo de cuerpo: diodo integrado en el cuerpo del MOSFET, body diode. 

• D: terminal “drenador” del MOSFET, drain. 

• Driver: circuito encargado de sincronizar la conmutación de los 
MOSFETs. 

• G: terminal “compuerta” del MOSFET, gate. 

• High side MOSFET: MOSFET del lado alto del SBC, subíndice HS. 

• Low side MOSFET: MOSFET del lado bajo del SBC, subíndice LS. 

• MOSFET: Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. 

• Nodo phase: nodo del SBC donde se unen MOSFETs e inductor de 
salida. 

• PWM: modulación por ancho de pulso, pulse width modulation. 

• SBC: convertidor buck síncrono. 

• S: terminal “fuente” del MOSFET, source. 
 
 


